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Objectifs

Notre objectif est de construire un ensemble d'outils
de simulation pour I'étude prédictive des nano-
transistors Si et de développer une méthodologie
cohérente qui nous conduira de la compréhension de
la structure de bandes des différents matériaux et des
mécanismes physiques agissant sur le transport des
porteurs de charge a la description du comportement

Une base de

données expérimentales est mise en place pour la
validation des modéles.
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Simulations Monte Carlo classique avec corrections quantiques (confinement) :
Technique du potentiel effectif de type Pearson (LETI)
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Simulations du transport quantique : fonctions de Wigner et fonctions de Green
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Modele compact avec effets quantiques du DGMOS pour la simulation

de circuits (L2MP)
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Modele compact avec effets quantiques et quasi-balistiques (IMEP)

pour le logiciel MASTAR (ST)
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